D027  DO29 D0 4 " ¢B 150
{CB197) (CB 126) {CB 33) (TO 126)

Fast recovery silicon rectifier diodes — t;, 300 ns
Diodes de redressement rapides au silicium — tp 300 ns

VE/ I¢ IR/ VRRM @
Tivjh IFsMm vy (A} {mA} tre
Case VRRM | (°C) (A) 250C T(vj) 125°C| (ns) | DRT 76
Type Boitier | (V) max g (A) i tp10ms max max max | Page
BA 157 DO29pl. 400 126 04 Tamp500C 15 15 04 5(1) 300(3)  #
BA158 DO29pi. 600 125 04 Tamh50°C 15 15 04 5(1) 300 (3) __#
BA 159 DO29pl. 1000 125 04 Tymb50°C 15 15 04 5(1) 300(3)  #
$M 181-300 R
BYV 87-300 R CB150 300 12§ 4 Tas5e100 ©C 60 14 4 05 30C 279
SM 181-400 R
BYV 87400 R CB160 400 125 4Tcaee 1009C 60 1.4 4 0.5 300 279
ESM 181-500 R
BYV 87-500 R CB150 500 126 4 Tase 100°C 60 14 4 05 300 279
ESM 181-600 R
CB150 600 12§ 4 Tggse 100°C 60 14 4 0,5 300 279
BYV 87-600 R
SM 181800 R
CB150 800 12§ 4Tcase 100°C 60 14 4 0,5 300 279
BYV 87-800 R
BY 212250 R D04 250 125 4 Tease 100°C 70 14 4 0,5 (4) 300 229
BY 212-400 R DO4 400 125 4 Tcage 1000C 70 14 4 0,5{4) 300 229
BY 212-500 R D04 500 125 4 Tegse 100 °C 70 14 4 0,5 4} 300 229
BY 212:600 R DO4 600 125 4 Tease 100°C 70 14 4 0,5 4) 300 229
BY 212-750 R D04 750 125 4 Teaee 100°C 70 14 4 0.5 {4) 300 229
ESM 182-50 R CB 150 50 150 8 Tcase 85 °C 100 14 8 05 300 289
ESM 182100 R CB 150 100 150 87T 150 86 OC 100 14 8 0,5 300 289
ESM 182200R  CB 150 200 180 B Tase 85 OC 100 14 8 05 300 289
ESM 182400 R CB 150 400 150 8 Tcase 85 OC 100 14 8 0,5 300 289
ESM 182600 R  CB 150 600 150 8 Tcase 85 OC 100 14 8 05 300 289
ESM 182800 R CB 150 800 150 8 Tase 85 °C 100 14 8 0,5 300 289
Fast recovery silicon rectifier diodes — tyy 500 ns
Diodes de redressement rapides au silicium — tyr 500 ns
BY 296 ~ 7 D027pl. 100 150 2 Tamp 50 °C 70 13 3 10{1) 500(6) #
8Y 297 DO 27p!. 200 150 2 Tamp 50 °C 70 1,3 3 10(1) 500(5) #
BY 298 DO27pl. 400 150 2 Tamp 50 °C 70 13 3 101} 500(5) #
BY 299 DO27pl. 800 150 2 Tamp 50 °C 70 13 3 1001} 500(5) #

(1) Tamb 25 °C
(2) Ig 1A, VR 30 V, dig/dt 15 Afus, Tyyj) 26 °C
(3) [F 2mA, IR 2 mA, I;; 0,2 mA

4) T(yj) 100 °C # To be published later
(5 I 10 mA, IR 10 mA, I 1 mA Sera publiée ultérieurement
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